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Gasentladungs-tfberspannungsableiter mit einem gasgeftlllten Ge- 
hfiuse, in dem einander Elektroden gegeniiberstehen, die in die 
Stirnseiten eines Isolierkorpers gasdicht eingesetzt sind und von 
denen zumindest eine Elektrode wenigstens auf ihrer der anderen 
Elektrode zugewandten OberflSche ganz oder teilweise eine Akti- 
vierangsachicht aus einem Material niedriger Elektronenaustritts- 
arbeit aufveist, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Aktivierungsachicht (4) aus Isolatonnaterial beateht, in 
das Aluminium- oder Zirkonpulver eingebettet 1st, 

2* Gasentladungs-Uberspannungsableiter nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, dafl daa Isolator- 
material Glas iat. 



3. Gasentladungs-tTberspannungsableiter nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, dafl das Isolator- 
material Keramik, ein temperaturf ester Kunststoff oder ein tempe- 
raturfester Kunststoff und Glas ist. 

4. Gasentladungs-Uberspannungsableiter nach einem der AnsprUche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafl die 
Aktivierungsschicht (4) in Gestalt einer Vielzahl kleiner Inseln 
dUnn auf die Oberflaiche (n) der Elektrode (n) (1, 2) aufgebracht 
ist. 

5. Verfahren zum Aufbringen einer Aktivierungsschicht auf die Elek- 
trode(n) eines Gasentladungs-Uberspannungsableiters nach An- 
spruch 1 f dadurch gekennzeichn et , dafl 
eine Suspension aus Glaspulver und Aluminiumpulver mit einem ther- 
misch flUchtigen Binder und einem flUchtigen Losungsmittel auf die 
Elektrodenfiachen ganz oder teilveise (inself 3rmig) auf getragen, 
getrocknet und auf geschmolzen wird. 
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Gaa ent ladungs^Oborsgannungsabl ei t er 

Die Erfindung bozieht sich auf einen Gaaentladunga-Uberapannunga- 
ableiter mlt einem gaagefllllten Gehauae, in dem einander Elektro- 
den gegentlberatehen, die in die Stirnaeiten einea IaolierkBrpera 
gaadicht eingeaetzt aind und von denen zumindeat eine Elektrode 
5 wenigatens auf ihrer der anderen Elektrode zugawandten Oberflache 
ganz oder teilweiae eine Aktivierungaachicht aua einem Material 
mit niedriger Elektronenaustrittaarbeit aufweiat. 

Gaaentladunga-Oberapannungaableiter mit einem gaadichten Gehauae, 
0 vorzugaweiae mit EdelgaafttUung, in dem einander Elektroden gegen- 
Ub ratehen, von denen zumindeat eine Elektrode auf ihrer Stirn- 
aeite eine Alkalimetall enthaltende Schicht noher thermiaeher 
Elektronenemiaaionafahigkeit aufweiat, die ala zuaatzlichen Be- 
atandteil Titan enthalt, wobei die Beatandteile der Schicht ala 
5 paatenrermige Miachung einea Alkalihalogenida mit Titanhydrid 
auf die Elektroden aufgebracht aind, aind bereita bdkannt (DT-PS 
1 951 601). 

Veiterhin aind bereita Gaaentladunga-Uberapannungsableiter bekannt, 
0 bei denen zumindeat eine Elektrode auf ihrer Stirnaeite eine 
Schicht mit einer Subatanz hoher Elektronenemiaaionafahigkeit, 
vorzugaweiae Barium, aufweiat, die ala zuaMtzlichen Beatandteil 
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Aluminium enthSlt, wob i sMmtliche Bestandteile der Schicht als 
Legierung verbunden sind (DT-AS 1 950 090). 

Es ist ferner bekannt , ' fUr die Elektrodenaktivierxingsschicht als : 
Substanz hoher thennischer Elektronenemissionsf ahigkeit Thorium- 
oxid und als zus^tzlichen Bestandteil Nickel zu verwenden und 
s&ntliche Bestandteile der Schicht als pulverf Brmige Mischung auf 
die Elektroden aufzusintern (DT-OS 1 935 73*0 . 

SchlieSlich sind Gasentladungs-Uberspannungsableiter bekannt, 
bei denen zumindest eine Elektrode auf ihrer der anderen Elek- 
trode zugewandten OberflSche eine alkalihaltige Substanz aufweist 
wobei die alkalihaltige Substanz eine dUnne glasierende Schicht 
ist, welche die metallische aktive Elektrodenoberflache in einer 
Vielzahl kleiner Inseln bedeckt (DT-PS 2 106 511). 



Die Ansprechspannung von Gasentladungs-tfberspannungsableitern 
nimmt bei hohen Spannungsanstiegsgeschwindigkeiten stark zu, wenn 
keine Vorkehrungen getroffen werden, diese AnsprechstoSspannung 
zu reduzieren. Bei hohen Spannungsanstiegsgeschwindigkelten ergib 
sich die hohe AnsprechstoSspannung aus der ZUndverzSgerung, wenn 
in der Gasentladungsstrecke keine freien Elektronen vorhanden 
sind. Zur Herabsetzung der AnsprechstoSapannung mtlssen bei groSen 
Spannungsanderungsgeschwindigkeiten freie Elektronen vorhanden 
sein. Diese werden in aufwendiger Form durch UV-Licht-Bestrahlung 
GlUhkathoden oder radioaktive ZUndhilfen erzeugt. Bei den radio- 
aktiven ZUndhilfen kommen noch Schwierigkeiten durch Schutzbe- 
stimmungen bei Herstellung und Lagerung hinzu. 

Auch dem gUnstigen EinfluS des bekannten Elektrodenaktivierungs- 
materials mit geringer Elektronenaustrittsarbeit bzw. hoher ther- 
mischer Elektronenemissionsfahigkeit sind vor allem flir hShere 
StoSspannungsbelastungen Grenzen gesetzt, denn die verwendeten, 
hinsichtlich der Austrittsarbeit besonders gUnstigen Alkali- oder 
Erdalkalimetalle haben einen zu hohen Dampfdruck. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Gasentla- 
dungs-ttberspannungsabl iter zu schaffen, dessen Ansprechstofl- 
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spannung erniedrigt unddrn Streuung v rringert iat. Zur LSaung 
dieaer Aufgabe wird bei ein m Gaa ntladunga-Ub rapaxmungaabl it r 
der einganga genannten Art erfindungsg mMB vorg achlagen, da8 dl 
Aktivierungaachicht aua Iaolatormaterial beateht, in daa Alumi- 
> nium- oder Zirkonpulver eingebettet iat. 

Daa Iaolatormaterial beateht dabei vorzugawelae aua Glaa, in daa 
Aluminiumpulver eingebettet iat. 

Ea iat zweckmafiig, die Aktivierungaachicht in Geatalt einer Viel- 
zahl klelner Inseln dtlnn auf die Oberflilche(n) der Elektrode(n) 
aufzubringen. 

In einem beaondera vorteilhaften Heratellungaverfahren wird eine 
Suapenaion aua Glaapulver und Aluminiumpulver mit einem geeigne- 
ten, thermiach flUchtigen Binder und einem flUchtigen LOaungamit- 
tel auf die ElektrodenflSchen, inabeaondere auf die Kathode, ganz 
oder teilweiae (inaelf Srmig) aufgetragen, getrocknet und aufge- 
achmolzen. 

Die gUnatige Wirkung auf die Stoflapannungaerniedrigung beruht in 
dleaem Fall nicht nur darauf, dafl daa Aluminium gegenttber den 
Elementen Nickel und Eiaen, die bekanntlich in Form von Nickel- 
Eiaen- bzw. Nickel-Kobalt-Eiaen-Legierung ala Elektrodenmaterial 
verwendet werden, eine urn ungefShr 1 eV niedrigere Auatrittsar- 
beit besitzt, aondern auch darauf, dafl durch daa Aluminium die 
im Glaa vorhandenen Alkali- und Erdalkali oxide reduziert warden 
und somit noch niedrigere Auatrittaarbeiten entatehen. Da dleaer 
Vorgang auch durch weitere Entladungen fortgeaetzt wird, wird 

ine Art Vorratswirkung erzeugt. Die an den dllnnen Glaazwiachen- 
achichten bei Muflerem Feld erzeugte dielektrische Polariaation 
begUnatigt auflerdem wegen ihrer lokalen hohen FeldstSrkeerz eugung 
in Oberfiachennahe den Elektronenaustritt aua den Elektrodenakti- 
vi erunga a chi cht en . 

GemSfl einer weiteren vorteilhaften Auageataltung der Erfindung 
beateht daa Iaolatormaterial aua Keramikpulver , einem temperatur- 
f eaten Kunatatoff oder elnem temperaturf eaten Kunatatoff und Glaa. 
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An Hand der Figuren der Zeichnung soil die Erfindung nachstehend 
mit weiteren M rkmal n nah r erlautert werden. In den Figuren 
aind einand r entaprechende Telle mit den gleichen Bezugszeichen 
vers hen. Dab i zeigt: 
5 Fig. 1 einen erfindungsgemSSen Gasentladungs-Uberspannungsablei- 

ter mit stif tf 3rmigen Elektroden im Schnitt, 
Fig. 2 einen erf indungsgemaSen Gasentladungs-Uberspannungsablei- 

ter in Form eines Knopfableiters im Schnitt und 
Fig. 3 einen erfindungsgemSBen Gasentladungs-Uberspannungsablei- 
^0 ter mit nagelfHrmigen Elektroden im Schnitt. 

Der in Fig. 1 dargeatellte Gasentladungs-Uberspannungsableiter 
besteht aua einem rohrfSrmigen Isolierk3rper 3 aus Glas, in d s- 
sen Stirnseiten die Elektroden 1 , 2 gasdicht eingeschmolzen sind. 

15 Die stiftf8rmigen Elektroden 1, 2 sind auf ihren einander zuge- 
wand ten Oberfiachenteilen mit der Aktivierungsschlcht 4 ganz ode r 
teilweise bedeckt, die aus einem Isolatormaterial besteht, in das 
Aluminium- oder Zirkonpulver eingebettet 1st. Eine ahnliche Aus- 
ftihrungsform ist in Fig. 3 dargestellt. Auch in diesem Ausftihrung* 

20 beispiel sind in die Enden eines aus Glas bestehenden IsolierkBr- 
pera 3 zwei Elektroden 1 , 2 gasdicht eingeschmolzen. Das Gehause 
ist mit inertem Gas geftlllt. Die beiden Elektroden 1 , 2 sind an 
ihren einander gegentiberliegenden Oberfiachen nagelkopf f <5rmig ver* 
grBBert und jeweils mit einer Aktivierungsschlcht k bedeckt. 

25 Der in Fig. 2 dargestellte Gasentladungs-Uberspannungsableiter 
wird aufgrund seiner Form, die besonders klelne Abmessungen des 
Ableiters gestattet, auch Knopf ablei ter genannt. Dieser Knopf ab- 
leiter weist zwei kegelstumpffSrmige Elektroden 1 und 2 auf, die 
mit einander zugekehrten AuswQlbungen in die Enden eines rohrfSr- 

30 niigen IsolierkiJrpers 3 gasdicht eingesetzt sind. Ala Werkstoff 
ftlr den IsolierkSrper 3 dient vorzugsweise Glas oder Keramik, 
wSLhrend die Elektroden 1, 2 beispielsweise aus Kupfer oder einer 
Ni-Fe- bzw. Ni-Fe-Co-Legierung bestehen. Auf die einander gegen- 
tiberliegenden Elektroden 1 , 2 ist Jewells eine Aktivierungsschicht 

35 k aufgebracht, die vorzugsweise aus Glas besteht, in das Aluminiuir 



90 981 3/040 3 



2742502 
77? 1 l V6 8RD 



pulv r eingeb tt t 1st. Das *on den Elektrud n 1 , 2 und dea lao- 
HerkSrper 3 g bildete G bauae 1st mlt inertem Gaa geltlllt. 



3 Patentanaprtiche , 
3 Figuren. 
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